Eklem Transistorler

Transistor, John Bardeen, Walter Brattain ve Wiilliam Shockley
tarafindan1948 kesfedildi.

Transistor sirt sirta iki p/n eklem den olusur.
Iki tip transistor vardir.
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Sekil 1. de eklem transistorlerin yapisi ve transistor
gosterimleri verilmistir.
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Bir transitor iki ekleme sahiptir. Yayici-taban ve
toplayici-taban eklemi bu eklemleri beslemenin dort
munkuin sekli vardir. Bunlar asagida bir tablo seklinde
verilmistir.

. Yayici-Eklemi Toplayici eklemi isleme Bolgesi

Diz beslem Ters beslem Aktif
2 Diiz beslem Diiz beslem Doyma
3 Ters beslem Ters beslem Kesilim

4 Ters beslem Diz beslem Ters cevrilmis.



Transistorlerin aktif beslenmesi Sekil 2 de gosterilmistir.
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Transistorler lc¢ sekilde baglanabilir Sekil 3 de
gosterilmistir.

1-Ortak Taban
2-Ortak Yayici

3-Ortak Toplayici
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Ortak Taban Baglantisi

Bu baglanti da giris yayici ve taban, cikis ta taban ve
toplayicidan alinir. Giris ve ¢ikis devreleri icin ortak ug
tabandir.

1- Giris Karekteristikleri
2- Cikis Karekteristikleri Sekil 3 de gosterilmistir.

Yayici akim yukseltme faktori
Al- ,
a = m Vep = sabit



Sekil 3
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Biz biliyoruz ki
I = 1. + Ig veya Alg= Al + Alp

O zaman o yukaridaki bagintidan yayici akim ylikseltme
faktorl daima 1’e esit veya daha kucguaktir. I sifira
azalirken oo 1’e yaklasir. Bu base bolgesi ince ve fazla
katkilanarak saglanir.
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Cikis direnci ¢cok yuksektir cinkl I, V-gile cok
degismez.

I = sabit



Ortak Yayici Baglantisi

Bu baglanti da giris taban ve yayici cikis ta toplayici ve
yvayicidan alinir. Giris ve ¢ikis devreleri icin ortak uc yayaicidir.

1- Giris Karekteristikleri ve
2- Cikis Karekteristikleri Sekil 4 de gosterilmistir.
Sekil 4.

Giris Karekteristikleri Cikis Karekteristikleri
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Base akim yiikseltme faktérii f = A—C olarak verilir.

Ip
a vef arasindaki iligski soyledir.
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Alr= Al + Al bu denklemi Al.ye bdlersek
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elde edilir. « bire yaklasirken [ sonsuza yaklasir. Diger bir
ifadeyle ortak emitorlu transistoriin akim kazanci cok

yluksektir.



Ortak Kolektor Baglantisi

Bu baglanti da giris taban ve toplayici cikis ta yayici ve
toplayicidan alinir. Giris ve cikis devreleri icin ortak uc

toplayicidir.
Akim yikseltme faktorl y = ili dir. @ vey arasindaki iliski
B

asagidaki gibidir.
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AIE: AIC + AIB



dir ve a 1’e yaklasirken akimkazanci cok blydur.



